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9．研究実績の概要 

下欄には、当該年度に実施した研究の成果について、その具体的内容、意義、重要性等を、交付申請書に記載した 

「研究の目的」、「研究実施計画」に照らし、600字～800字で、できるだけ分かりやすく記述すること。また、国立 

情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載しないこと。 

 本研究は、オールウェットプロセスで高性能な酸化物薄膜トランジスタ(TFT)の実現を目指してい

る。膜の堆積方法を従来の高コストな真空プロセスから単純かつ低コストな化学溶液(CSD)法にし、

同時に高性能化も狙った。今年度は薄膜堆積プロセスの立ち上げと最適化、溶液法の低温化、TFT
の作製と評価であったが、さらに high-k 材料のゲート絶縁膜への応用にも取り組んだ。  
 最初に、化学溶液法による InGaZnO (IGZO)膜の堆積プロセスの立上げと最適化に取り組んだ。プ

ロセス温度と組成効果の結果より、焼成温度 700～900 度、組成 In:Zn＝4:1 が最適であった。この

焼成温度は高過ぎるため、次に溶液法の低温化を狙った。UV/03処理を初めて導入し、290 度という

低温プロセスにおいても、通常プロセスの 700 度で焼成した TFT と同程度の性能を得ることに成功

した。膜中の炭素が劣化の原因であることを突き止め、有機系溶液に替わり水溶液系溶液を導入した。

これにより、300 度という低温で、これまでに報告された中で最も大きい移動度 19.5 cm2/(V·s)を達

成した。また、残留炭素が大幅に減少していることも確認した。最後に、新規 high-k 材料である

SrTa2O6（STA）の低温プロセス化とゲート絶縁膜への応用に取り組んだ。STA は 700 度で高誘電率、

低リーク電流になることを示し、UV/03処理によりプロセス温度を 500 度まで低下させ、かつ低リー

ク電流化することに成功した。スパッタ IGZO 膜をチャネル層とした場合、TFT の S 値はほぼ理論

限界に達し、非常に高い移動度 237.4 cm2/(V·s)が得られた。一方、400 度の溶液法 InZnO (IZO)膜
の場合、低ゲート電圧 5 V で高いオンオフ電流比 106 を得た。サブスレッショルド(S)値は 0.08 
V/decade である。 
 本研究により、CSD 法の低温化と高性能化が同時に実現できることを示した。 
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11．現在までの達成度 
 下欄には、交付申請書に記載した「研究の目的」の達成度について、以下の区分により自己点検による評価を行い、 
その理由を簡潔に記述すること。また、国立情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載しないこと。 

＜区分＞①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 ③やや遅れている。 ④遅れている。 
（区分） 
（理由）本研究課題は平成２４年度が最終年度のため、記入しない。 

 
12．今後の研究の推進方策 
 本研究課題の今後の推進方策について簡潔に記述すること。研究計画の変更あるいは研究を遂行する上での問題点 
があれば、その対応策なども記述すること。また、国立情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載し 
ないこと。 
本研究課題は平成２４年度が最終年度のため、記入しない。 

 
13．研究発表（平成２４年度の研究成果） 
 
※ 「13．研究発表」欄及び「14．研究成果による産業財産権の出願・取得状況」欄において記入欄が不足する 
   場合には、適宜記入欄を挿入し、それによりページ数が増加した場合は、左端を糊付けすること。 
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